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RNDr. Stanislav Jurecka, PhD.
"Vyskum mikroStrukturnych a optickych vlastnosti polovodi¢ovo-dielektrickych systémov na

baze Si".

PredloZena habilita¢na praca je vysledkom cielavedomej vedecko-vyskumnej ¢innosti
RNDr. Stanislava JureCku, PhD. voblasti fyziky tuhych latok. Predstavuje stibor
najvyznamnejSich publikécii autora s doplfiujicim struénym zhrnutim tedrie povrchove;j
analyzy mikrostruktiry a optickych vlastnosti systému polovodi¢-izolant.

Uvedeny zaber rieSenej problematiky je mozZné rozdelit do dvoch relativne
nezavislych Casti materidlového vyskumu. Prva &ast’ tvori ucelena problematika analyzy
mikroStruktiry povrchu polovodi¢ového prvku s tenkou izolaénou vrstvou oxidu, osobitne so
zameranim na vyhodnotenie morfolégie pyramidalnych textur. V druhej &asti su zhrnuté
vysledky optickej analyzy prvku v zloZeni polovodi¢-dielektrikum.

Vyskum v tejto oblasti polovodi¢ovej nanotechnolégii je aktudlny vo vyvoji
modernych unipolarnych prvkov a solarnych ¢lankov novej generacie.

RNDr. Stanislav Jurecka, PhD. vyuziva pri diagnostike meranych Struktir svoje
matematick€é vedomosti, ktoré vhodne uplatiuje pri simulacii a modelovani zlozitych
fyzikalnych procesov.

Z obsahu habilita¢nej prace az publikaénej Einnosti, ku ktorej vyznamne prispel

RNDr. Stanislav Jurecka, PhD., pokladdm za najddlezitej$ie vedecké vysledky najmé:

¢ ¢ Fraktalovi analyzu geometrie povrchu polovodica a rozhrania polovodié-izolant

¢ Pouzitie Statistickej a multifraktalovej metody na analyzu drsnosti povrchu Si, SiC.

e Vysledky fraktédlovej analyzy morfoldgie rozhrania SiO,/Si so zameranim na kvalitu
pripravy nizkoteplotnej chemickej depozicii oxidu. Vplyv topoldgie rozhrania na
optické a elektrické vlastnosti Struktiry SiO,/Si. Rozsirenie elektrofyzikalneho modelu
o procesy tunelovania.

e Topografické a optické vlastnosti rozhrania SiC/SiO,.



o Charakterizacia ndhodnej distribucie pyramidalnej textiry povrchu kremika pomocou
multifraktalovej analyzy so zameranim na optické vlastnosti spektralnej reflektancie
svetelného  Ziarenia na povrchu kremika. Zistenie velkosti vplyvu redukcie

reflektancie svetelného toku v dosledku pyramidalnej morfoldgie povrchu Si.

¢ ¢ Prispevok k rieeniu vlastnosti rozhrania chemicky deponovanej nanovrstvy oxidu SiO, a
krystalického, resp. amorfného Si, SiC pomocou elektrickych (CV, QDLTS) a optickych
(spektroskopicka elipsometria, fotoluminiscencia) metéd s ciefom zniZit' hustotu pasci
rozhrania Struktir MOS. Pozornost’ bola venovana osobitne aj rozhraniu SiOy/a-Si:H(i)/cSi

so zameranim aplikacie p-i-n solarnych ¢lankov.

¢ Analyzu optickych vlastnosti multivrstvovej nanostruktury.

* Modelovanie a simulécia optickych parametrov zaloZenych na disperznych vztahoch
interakcie foténov v materidlovom prostredi, implementované do pogitadového
modulu, so zameranim na komplexné rieSenie optickych vlastnosti multivrstvového
systému, spojené s experimentdlnymi metédami spektralnej reflektancie a
elipsometrie.

e Overenie modelu spektralnej reflektancie pri analyze optickych vlastnosti struktury
amorfného kremika na skle.

e Charakterizacia mikroStrukturalnych a optickych vlastnosti nedotovaného amorfného
kremika a-Si:H(i) pripraveného PECVD depoziciou so zameranim na vyuZitie
fotovoltického javu pre solarne aplikécie.

¢ Analyza vlastnosti nanotexturovanych SSCT vrstiev vyuzitim Ramanovského rozptylu
Ziarenia. Vplyv povrchovej morfologie pyramidalnej textury Si na charakter
Ramanovského rozptylu, ktoré st v dobrej zhode s pdvodnymi vysledkami analyzy
obrazcov elektronovej mikroskopie a AFM zobrazeni, zalozenej na metédach

fraktalovej geometrie.

Za pdvodné vysledky je mozné povazovat’ predovsetkym dosiahnuté elektrofyzikalne
parametre Struktury MOS s Si substrdtom a tenkou vrstvou SiO,, pripravenou technolégiou
NAOS, pre unipolarne prvky a integrované obvody. Zistil sa vplyv opracovania povrchu
kremika, podmienky technologie rastu oxidovej vrstvy a stabilizaéného Zihania na zniZenie
Dj; hustoty pasci rozhrania Si-SiO, Struktury MOS, porovnatel'né s hodnotami D;, kvalitnych

Struktar MOS s termickym hradlovym oxidom.



Je potrebné zdoraznit, Ze u vSetkych zisteni a poznatkov sa naSli kvantitativne
suvislosti. Podrobné odovodnenie a spésob vyhodnotenia jednotlivych experimentov sved¢i
o hlbokych teoretickych vedomostiach a schopnostiach matematickej analyzy RNDr.
Stanislava Jurecku, PhD. Prezentované vysledky vedeckej prace prispeli k rozvoju fyziky
polovodi¢ovej nanotechnoldgii. Ziskané poznatky boli vyuzité v pedagogickej praxi v ramci
SVOC, bakalarskych a diplomovych pracach.

Zavadzanie nanotechnologie v polovodi¢ovej praxi prindSa potrebu rozsiahleho
vyskumu novych, modernych Struktir a heterostruktir. Z toho pohl'adu vnimam potencidl
vedeckej profilacie habilitanta predovSetkym v rozvijani modelu kinetiky procesov v nano
tenkych vrstvdch a ich rozhrani so zameranim na optoelektronické procesy v
hetero$truktirach na baze novych, progresivnych materidlov so zameranim na fotovoltické
aplikacie. K tejto predstave oc¢akaval diskusiu.

Zaverom mozno konStatovat’, Ze predloZend praca ma kvalitni vedecko-vyskumni a v

vodnej €asti aj didakticku hodnotu. Spia tak poziadavky kladené na habilitaéni pracu.
Vyhodnotenie podmienok plnenia kritérii pre ziskanie titulu docenta:

Z. prilozeného materidlu, v ktorom s stanovené podmienky plnenia pedagogicke;j,
odbornej a spoloCenskej ¢innosti na udelenie titulu docenta mdzem len konstatovat’, Ze
RNDr. Stanislav Juretka, PhD. uvedené kritéria jednoznaéne spiiia a vo viacerych bodoch aj
d’aleko prekracuje.

Zodpovedny pristup k jeho pedagogickej praci dokazuje skuto¢nost’, Ze sa podiel'al na
tvorbe a inovécii 10. prednaskovych predmetov a 14. predmetov z cvieni so $irokym
zéberom od fyziky, teoretickej elektrotechniky po pocitatové aplikacie, ako aj na priprave
dvoch ucebnych textov. Je priekopnikom v zavadzani elektronického vzdeldvania a vyuziti
multimedidlnych prostriedkov na podporu vyucby fyziky na pracovisku. Podiel’a sa na vedeni
SVOC , bakalarskych a diplomovych prac.

RNDr. Stanislav Jure¢ka, PhD. je zodpovedny riesitel a spoluriesitel’ viacerych
grantovych projektov. Je autorom a spoluautorom 51 publikécii, z toho 10 v zahrani¢nych
karentovanych €asopisoch. Kvalitu prispevkov dokumentuje 43 citacii z domacich aj
zahrani¢nych publikdcii. Odborne sa podiela pri recenzovani ¢&lankov vo vedeckych
¢asopisoch. Vysoko si cenim jeho pracu pri realizovani mnoZstva programov zo $irokého

spektra aplikovanej fyziky s podporou poéitatovej techniky a pri budovani laboratérii pre



pedagogiku aj vyskum. Organizané schopnosti prejavuje pri spoluti¢asti na zabezpe&ovani
domécich aj medzinarodnych konferencii.

RNDr. Stanislav Jurecka, PhD. patri medzi uznavanych a skusenych vysokoskolskych
ucitelov, ktory svoju pedagogicku vychovu na fakulte aktivne spéja s vedeckou ¢innostou.
Profilacia jeho odbornej aj pedagogickej ¢&innosti patri do Studijného odboru 5.2.12

Elektrotechnologie a materialy.

Na zaklade vedeckych vysledkov, zhrnutych v habilitaénej praci,
pedagogickej a publika¢nej ¢innosti
a vyznamného uznania vedecko-pedagogickou komunitou
odpori¢am vymenovanie

RNDir. Stanislava Jureku, PhD.
za docenta.

V Bratislave dna 29. 3. 2016 Doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD.
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